PEIM LABORATORIUM ELEKTRONIKI

Sktad zespotu: Imie, Nazwisko, grupa dziekanska
1.
2.

Nr éwiczenia
w skrypcie: 11

Temat: Podstawowe uktady pracy tranzystora MOS

Data wykonania ¢wiczenia: l Ocena:

2.1. Pomiar dolnej i gornej czestotliwosci trzydecybelowej f ., i f, ., Oraz rezystancji wejsciowej i wyjsciowej
R, 1 R, . Ustawi¢ Ve tak, aby uzyskac Vi w zakresie 300+-500mV dla czestotliwosci 5kHz

n

Uktad A: CS B: CG C.CD
V,e [mV]
V. [mV]
flom [kHz]
frisge » [kHz]
fo = flam fuzm [kHz]
K, () V]
V,, ' do pomiaru R, [mV]
V,,, do pomiaru R, : [mV]

2.2. Pomiar charakterystyki amplitudowej uktadéw CS, CG oraz CD, K, =V, /V,. , V,, jak wyZej

A: CS B: CG C: CDh

f V,, K, K, f V,, K, K, f V,, K, K,
[kHz] | [mV] | [VNV] | [@B] | [kHz] | [mV] | [VNV] | [dB] | [kHz] | [mV] | [VNV] | [dB]
0.040 0.040 0.040
0.070 0.070 0.070
0.100 0.100 0.100
0.200 0.200 0.200
0.400 0.400 0.400
0.700 0.700 0.700

1 1 1

10 10 10

40 40 40

100 100 100

200 200 200

400 400 400

700 700 700

1000 1000 1000

2000 2000 2000

3. Opracowanie wynikéw

1). Dla kazdego z uktadéw narysowac zmierzone charakterystyki czestotliwosciowe modutu wzmocnienia a nastepnie nanies¢
na nie wyniki obliczen (tj. wzmocnienie w srodku pasma i czestotliwosci graniczne gérng i dolng).Os$ pionowa powinna by¢
wzmocnieniem wyrazonym w mierze logarytmicznej tj. 20log| K, |, o$ pozioma (czestotliwo$¢ sygnatu pomiarowego) powinna
by¢ logarytmiczna.

2) Obliczy¢ teoretycznie punkt pracy tranzystoréow, wzmocnienie matosygnatowe, rezystancje wejsciowa i wyjsciowg oraz
czestotliwosci fads i fuaas. Obliczenia dotgczy¢ do sprawozdania.



3) Wyniki obliczen zestawi¢ z wynikami pomiaréw w ponizszej tabeli.

A: CS B: CG C:CD
teoretyczne | pomierzone | teoretyczne | pomierzone | teoretyczne | pomierzone
KU
R, [kQ]
Rou [KQ]
fLage [KHZ]
fi a8 [ KHZ]

4) Do wszystkich pomiaréw w c¢wiczeniu zamiesci¢c wlasne wnioski i spostrzezenia. Poréwnaé uktady pomiedzy soba,
skomentowa¢ zgodnos$¢ obliczen z pomiarami i poda¢ przyklady zastosowan badanych ukladéw. Poréwnaé badane
wzmachiacze ze wzmacniaczami z tranzystorami bipolarnymi.



